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Транзисторы кремние­
вые мезапланарные струк­
туры п-р-п переключа­
тельные. Предназначены 
для применения в схемах 
строчной развертки и в ис­
точниках электропитания.
Транзисторы КТ8127А—
КТ8127В выпускаются в 
металлическом корпусе 
с жесткими выводами и 
стеклянными изоляторами,
КТ8127А1—КТ8127В1 -  в 
пластмассовом корпусе с 
жесткими выводами. Тип 
прибора указывается на 
корпусе.

Масса транзистора в металлическом корпуое не более 20 г, 
в пластмассовом — не более 10 г.

Изготовитель — ОКБ «ЭлП» ПО «Электронприбор*, 
г, Фрязино, Московская область
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Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока 
в схеме ОЭ при ^  = 5 В:

4 = 0,5 А, не более.......................................  35
4 = 0,03 А для КТ8127Б1, КТ8127В1,
не менее............................................. ............  6

Граничное напряжение при /к = 0,1 А,
/. = 40 мГн, не менее...........................................  700 В
Напряжение насыщения коллектор— эмиттер, 
не более:

Гк = +25 °С при /к = 4,5 А, /Б = 2 А:
КТ8127А, КТ8127А1................................ 1В
КТ8127Б, КТ8127Б1................................. 5 В
КТ8127В, КТ8127В1................................. 5 В

Гк = +100 °С при /к = 4,5 А, /Б = 3 А:
КТ8127А, КТ8127А1................................ 2,5 В
КТ8127Б, КТ8127Б1................................. 5 В
КТ8127В, КТ8127В1................................. 5 В

Гк = -4 5  °С при /к = 4,5 А, /б = 3 А:
КТ8127А, КТ8127А1...............................  1,5 В
КТ8127Б, КТ8127Б1................................. 5 В
КТ8127В, КТ8127В1................................. 5 В

Напряжение насыщения база— эмиттер
при /к = 4,5 А, 4 = 2 А, не более......................  1,5 В
Постоянное напряжение эмиттер— база, 
не более:

при 4 = 0» 4 = 0,01 А ...................... ............. 5 В
при /к = 0, /э = 0,1 А ..................................... 7 В

Время спада при Ца  = 500 В, 1/ю -  — 5 В,
4 = 4,5 А, 4 = 1,4 А, 7И = 40 мкс, не более .... 1 мкс

типовое значение...................... .....................  0,7* мкс
Обратный ток коллектор— эмиттер 
при (/кэ = (4), МАКС, не более:

Гк = +25 и -4 5  'С:
КТ8127А, КТ8127В, КТ8127А1,
КТ8127В1..................................................  0,9 мА
КТ8127Б, КТ8127Б1................................. 0,6 мА

Гк = +100 'С:
КТ8127А, КТ8127В, КТ8127А1,
КТ8127В1..................................................  2 мА
КТ8127Б, КТ8127Б1................................. 1 мА
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Предельные эксплуатационные данные

Импульсное напряжение коллектор-эмиттер
при = 100 Ом, = 20 мкс, 1Ф = 2 мкс,
0 =  4:

КТ8127А, КТ8127В, КТ8127А1, КТ8127В1 1500 В
КТ8127Б, КТ8127Б1.......................................  1200 В

Постоянное напряжение эмиттер— база......... 5 В
Постоянный ток коллектора........................... . 5 А
Импульсный ток коллектора............................... 7,5 А
Импульсный ток базы..........................................  4 А
Постоянный запирающий ток базы................... 0,1 А
Импульсный запирающий ток базы............... . 3,5 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллек­
тора 1 при Гк = -45...+32 °С................................ 56 Вт
Температура р-п перехода................................ +115 °С
Тепловое сопротивление переход— корпус
при иКэ~  15 В, /к = 0,78 А ................................. 1,6 °С/Вт
Температура окружающей среды.....................  — 45... Гк =

= +100 °С

1 При Тк > +32 “С максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощ' 
ность коллектора рассчитывается по формуле

Рк макс = ( 7"п ~  Тк) / Й7 (П_К), Вт.
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